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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年6月5日(2008.6.5)

【公開番号】特開2003-31587(P2003-31587A)
【公開日】平成15年1月31日(2003.1.31)
【出願番号】特願2001-217315(P2001-217315)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1368   (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/32     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/35     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/265    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8238   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/092    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１６Ａ
   Ｇ０２Ｆ   1/1368  　　　　
   Ｇ０９Ｆ   9/30    ３３８　
   Ｇ０９Ｆ   9/30    ３６５Ｚ
   Ｇ０９Ｆ   9/35    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/265   ６０２Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  21/265   ６０２Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  27/08    ３３１Ｅ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２７Ｅ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２７Ｆ
   Ｈ０１Ｌ  21/265   　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｌ  27/08    ３２１Ｅ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１６Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成20年4月17日(2008.4.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置の作製方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に下地絶縁膜を形成し、
　前記下地絶縁膜上に半導体膜を形成し、
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　前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、端部にテーパー部を有するゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極をマスクとして、非質量分離型のドーピング方法により、前記下地絶縁
膜、前記ゲート絶縁膜、または前記ゲート電極にＨ３のピークが形成される加速電圧で前
記半導体膜にｎ型を付与する元素またはｐ型を付与する元素を添加することを特徴とする
半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　基板上に下地絶縁膜を形成し、
　前記下地絶縁膜上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、端部にテーパー部を有するゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極をマスクとして、非質量分離型のドーピング方法により、前記下地絶縁
膜、前記ゲート絶縁膜、または前記ゲート電極にＨ３のピークが形成される加速電圧で前
記半導体膜にｎ型を付与する元素またはｐ型を付与する元素を添加し、
　レーザアニール法またはＲＴＡ法により、前記ｎ型を付与する元素またはｐ型を付与す
る元素を活性化することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　基板上に下地絶縁膜を形成し、
　前記下地絶縁膜上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１の導電膜及び第２の導電膜を形成し、
　前記第１の導電膜及び前記第２の導電膜上に第１のレジストマスクを形成した後、前記
第１の導電膜及び前記第２の導電膜をエッチングして、前記第１の導電膜の端部及び前記
第２の導電膜の端部にテーパー部を有するゲート電極を形成し、
　前記第１の導電膜のテーパー部を通して、非質量分離型のドーピング方法により、前記
下地絶縁膜、前記ゲート絶縁膜、または前記ゲート電極にＨ３のピークが形成される第１
の加速電圧で前記半導体膜にｎ型を付与する元素またはｐ型を付与する元素を添加し、
　前記第１のレジストマスクを除去し、
　前記ゲート電極をマスクとして、前記非質量分離型のドーピング方法により、第２の加
速電圧で前記半導体膜に前記ｎ型を付与する元素またはｐ型を付与する元素を添加して、
ソース領域及びドレイン領域と、前記ソース領域及び前記ドレイン領域とチャネル形成領
域との間にそれぞれ形成された低濃度不純物領域とを形成し、
　レーザアニール法またはＲＴＡ法により、前記ｎ型を付与する元素またはｐ型を付与す
る元素を活性化することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項２または３において、前記レーザアニール法を行う際に、エキシマレーザ、ＹＡ
Ｇレーザ、ＹＶＯ４レーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＡｌＯ３レーザ、ガラスレーザ、ルビーレ
ーザ、またはＴｉ：サファイアレーザを用いることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項１または２において、
　前記加速電圧をＶとし、前記ゲート絶縁膜の膜厚をｔ１、前記ゲート電極の膜厚をｔ２
、前記ゲート電極のイオン阻止能をαとしたとき、前記加速電圧Ｖは、
　Ｖ≧｛ｔ１＋（ｔ２×α）｝×０．３５
を満たすことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項１、２、または５において、前記加速電圧を８０～１２０ｋＶとすることを特徴
とする半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項３において、
　前記第１の加速電圧をＶとし、前記ゲート絶縁膜の膜厚をｔ１、前記ゲート電極の膜厚
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をｔ２、前記ゲート電極のイオン阻止能をαとしたとき、前記第１の加速電圧Ｖは、
　Ｖ≧｛ｔ１＋（ｔ２×α）｝×０．３５
を満たすことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項３または７において、前記第１の加速電圧を８０～１２０ｋＶとすることを特徴
とする半導体装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項３、７、または８において、前記第２の加速電圧を５～３０ｋＶとすることを特
徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一において、前記ゲート電極を形成した後、前記ゲート電極
をマスクとして前記ゲート絶縁膜を薄膜化し、当該ゲート絶縁膜の膜厚を２０ｎｍ以下と
することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか一において、前記非質量分離型のドーピング方法として、
イオンドーピング装置またはプラズマドーピング装置を用いることを特徴とする半導体装
置の作製方法。
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